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ABSTRAK

Desain Gate Driver MOSFET paralel adalah suatu sistem yang digunakan untuk
mengendalikan MOSFET pada rangkaian daya. Tujuan utama dari desain ini adalah
untuk meningkatkan kinerja MOSFET paralel pada rangkaian daya yang
membutuhkan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Pada desain gate driver
MOSFET paralel ini menggunakan enam buah MOSFET yang dirangkai secara
paralel dengan konfigurasi half-bridge dan menggunakan PWM generator yang
berperan penting dalam mengendalikan daya keluaran dengan mengubah lebar
pulsa yang akan diteruskan ke IC IR2104 sebagai gate driver MOSFET untuk
mengontrol on dan off pada kondisi high dan low. Dengan ditambahkannya penguat
totem yang mampu meningkatkan kecepatan switching pada MOSFET untuk
mengurangi Kerugian daya dan meningkatkan efisiensi pada sistem. Berdasarkan
hasil pengujian pada rangkaian gate driver MOSFET paralel tanpa penguat totem
dan rangkaian gate driver MOSFET paralel, rise time pada MOSFET lebih cepat
30ns dan delay rise time dari PWM ke tegangan output (Vout) lebih cepat 260ns
dibandingkan dengan rangkaian gate driver MOSFET paralel tanpa penguat totem,
untuk fall time 190ns lebih cepat dan delay fall time dart PWM ke tegangan output
(Vout) lebih cepat 370ns dibandingkan dengan rangkaian gate driver MOSFET
paralel tanpa penguat totem. Untuk output daya pada uji beban dengan power

resistor 60w 14,60hm.

Kata Kunci: Gate Driver, MOSFET, Paralel
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ABSTRACT

The design of the parallel MOSFET gate driver is a system used to control
MOSFETs in a power circuit. The main purpose of this design is to enhance the
performance of parallel MOSFETs in power circuits that require high speed and
efficiency. In this parallel MOSFET gate driver design, six MOSFETs are connected
in parallel with a half-bridge configuration, and a PWM generator plays a crucial
role in controlling the output power by modifying the pulse width that will be fed to
the IR2104 IC as the MOSFET gate driver, to control the on and off states during
high and low conditions. By adding a totem pole amplifier, which can increase the
switching speed of the MOSFET, power losses are reduced, and system efficiency
is improved based on the test results of the parallel MOSFET gate driver circuit
with and without the totem pole amplifier, the rise time of the MOSFET is 30ns
faster, and the delay rise time from PWM to output voltage (Vout) is 260ns faster
compared to the parallel MOSFET gate driver circuit without the totem pole
amplifier. Additionally, the fall time is 190ns faster, and the delay fall time from
PWM to output voltage (Vout) is also faster compared to the parallel MOSFET gate
driver circuit without the totem pole amplifier. Moreover; in the load test with a 60W
14,60hm power resistor, the output power resulted in 0.730W higher than the
parallel MOSFET gate driver circuit without the totem pole amplifier.

Keywords: Gate Driver, MOSFET, Parallel
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